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(57)摘要

本发明公开了一种盐碱地釉质化整体防腐

基础及制备方法，防腐基础包括釉质化防腐垫层

和釉质化基础主体，釉质化防腐垫层采用掺和高

强度高韧性贝壳碎的C20素混凝土铺设而成，其

上设置有釉质化基础主体；釉质化基础主体由掺

加高强度、高韧性的碳化硼-碳化硅(B4C-SiC)功

能性复合陶瓷颗粒的自密实混凝土和钢筋组成。

本发明首先开挖基坑，制备釉质化防腐垫层；然

后在釉质化防腐垫层上支模、绑扎基础钢筋和柱

插筋，浇筑制备釉质化基础主体；最后拆除模板，

回填夯实基坑。本发明制得的基础在盐碱地的耐

久性较普通基础大大提高，能够在使用年限内保

证基础的安全性。
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1.一种盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：包括釉质化防腐垫层（4）和釉质化基

础主体（10）；

所述釉质化防腐垫层（4）采用掺和高强度高韧性贝壳碎（12）的C20素混凝土（11）铺设

而成，其上设置有所述釉质化基础主体（10）；

所述釉质化基础主体（10）由改性自密实混凝土（2）和钢筋组成；

所述釉质化防腐垫层（4）每立方米混凝土包含P.O42.5普通硅酸盐水泥403kg、高强度

高韧性贝壳碎480kg、砂子836kg、石子1140kg、水208kg；

所述釉质化基础主体（10）由掺加高强度高韧性的碳化硼-碳化硅B4C-SiC功能性复合陶

瓷颗粒的改性自密实混凝土（2）和钢筋组成；所述改性自密实混凝土（2）每立方米混凝土包

括P.O52.5普通硅酸盐水泥400kg、硅粉25kg、砂子410kg、石子720kg、陶瓷颗粒820kg、聚丙

烯粉末35kg、聚丙烯纤维1.5kg、碳化硼粉末15kg、水175kg、减水剂6.3kg、增稠剂0.063kg。

2.根据权利要求1所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述高强度高韧性

贝壳碎，其贝壳表面釉质层完好程度大于80%，贝壳厚度大于1.5mm，抗压强度高于60Mpa，且

粒径为10~20mm。

3.根据权利要求1所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述的砂子中粗砂

粒径不大于2.5mm，细砂粒径不大于0.7mm，细度模数2.3~2.9；所述石子粒径为10~20mm。

4.根据权利要求1所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述硅粉（6）为SiO2

粉末，粒径为0.1~0.3μm。

5.根据权利要求1所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述陶瓷颗粒由高

强度高韧性的碳化硼-碳化硅B4C-SiC复合陶瓷加工而成，其中直径为0.25mm~2.0mm的连续

级配的陶瓷颗粒质量为400kg，其陶瓷颗粒外观为正二十面体，表面粗糙；直径为10mm~20mm

的连续级配的陶瓷颗粒质量为420kg；陶瓷颗粒外观分别为正八面体或正十二面体，且其表

面粗糙。

6.根据权利要求1所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述聚丙烯粉末粒

径为50~80nm；碳化硼粉末的粒径为50~60nm；聚丙烯纤维细度为10~18dtex，纤维长度为3~
60mm。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：所述釉

质化防腐垫层（4）和釉质化基础主体（10）之间还设置有若干底部混凝土垫块（9）。

8.一种权利要求1-7任意一项所述的盐碱地釉质化整体防腐基础的制备方法，其特征

在于，包括以下步骤：

步骤1：开挖基坑，制备釉质化防腐垫层（4）；

步骤2：在釉质化防腐垫层（4）上支模、绑扎基础钢筋（7）和柱插筋（8），浇筑制备釉质化

基础主体（10）；

步骤3：拆除模板，回填夯实基坑。
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一种盐碱地釉质化整体防腐基础及制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于土木工程技术领域，涉及一种适用于盐碱地防腐基础及其制备方法，

具体涉及一种环保无污染的、适用于盐碱地的超强耐腐蚀基础及其制备方法；所制得的基

础在盐碱地的耐久性较普通基础大大提高，能够在使用年限内保证基础的安全性。

背景技术

[0002] 我国幅员辽阔，地质条件复杂多样，随着国家对西部的大力开发，输电线路以及铁

路不可避免地要经过土壤腐蚀性极强的盐碱地区。基础作为输电塔以及铁路的承重结构，

其安全性和可靠性对于上层构筑物的安全是至关重要的。然而在盐渍土地区，基础混凝土

由于腐蚀出现裂缝，失去承载力的现象屡见不鲜。

[0003] 盐渍土是含盐量较大的土壤，是盐土和碱土以及各种盐化、碱化土壤的总称，具有

腐蚀、溶陷和盐胀等特性。我国西部盐渍区土壤中的盐分主要以氯盐和硫酸盐为主。在盐渍

土地区，导致基础腐蚀性破坏原因很多，依据盐渍土的特点，主要是由于土中超过一定含量

的硫酸盐和氯盐对钢筋混凝土的腐蚀破坏。钢筋混凝土在盐渍土地区的腐蚀主要是由物理

作用和化学侵蚀引起的。化学作用包括①混凝土碳化；②酸性物质破坏混凝土的保护层，使

钢筋锈蚀，造成钢筋体积膨胀，加快混凝土开裂；③碱性物质以及盐类物质与水泥水化产物

发生化学反应，生成体积增大的沉淀或结晶产物，造成混凝土破坏；物理作用主要是盐类通

过混凝土表面的微小空隙与裂缝向内渗透，在干湿循环条件下盐结晶析出，导致体积膨胀

产生内压力，使混凝土出现开裂、表面剥落。

[0004] 现有的盐碱地基础防腐方法有：

[0005] 1 .涂层保护法：通过在构造物表面涂沥青或树脂面漆达到隔绝外界盐分的目的。

此种方法虽具有一定的防护效果，但在实际应用中涂层的厚度难以把控，并且用作面漆的

材料具有一定的毒性，不利用环保。

[0006] 2.阴极保护法：通过外加电流的阴极保护来达到防止腐蚀的目的。这种方法运行

维护工作量大，还需要外加电源，不适于广泛使用。

[0007] 3.掺加钢筋阻锈剂：在混凝土中掺入钢筋阻锈剂，以阻止或减缓的钢筋锈蚀。尽管

这种方法施工方便，造价不高，但是并不能阻止混凝土的腐蚀破坏。

发明内容

[0008] 为了解决上述技术问题，本发明公开了一种环保无污染的、适用于盐碱地的超强

耐腐蚀基础及其制备方法。

[0009] 本发明所采用的技术方案是：一种盐碱地釉质化整体防腐基础，其特征在于：包括

釉质化防腐垫层和釉质化基础主体；

[0010] 所述釉质化防腐垫层采用掺和高强度高韧性贝壳碎的C20素混凝土铺设而成，其

上设置有所述釉质化基础主体；

[0011] 所述釉质化基础主体由掺加高强度、高韧性的碳化硼-碳化硅(B4C-SiC)功能性复
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合陶瓷颗粒的改性自密实混凝土和钢筋组成。

[0012] 本发明还提供了一种盐碱地釉质化整体防腐基础制备方法，其特征在于，包括以

下步骤：

[0013] 步骤1：开挖基坑，制备釉质化防腐垫层；

[0014] 步骤2：在釉质化防腐垫层上支模、绑扎基础钢筋和插筋，浇筑制备釉质化基础主

体；

[0015] 步骤3：拆除模板，回填夯实基坑。

[0016] 本发明的有益效果是：

[0017] 1、陶粒由高强度高韧性碳化硼-碳化硅(B4C-SiC)功能性复合陶瓷加工而成，外壳

呈陶质或釉质，兼具碳化硅陶瓷和碳化硼陶瓷的优点，具有致密组织、密度低、硬度高、强度

高等特点，同时具有良好的耐腐蚀(酸、碱)性能和优异的抗碱集料反应能力；在本发明中限

定陶粒的外形为正八面体，正十二面体及正二十面体，级配良好，可以大大减少相邻陶粒之

间的空隙，增强防腐层的密实性。同时由于陶粒表面粗糙，有利于水泥浆体、水分和其它离

子向内部扩散和迁移，水泥水化产物嵌入其表面微孔中，形成“嵌套”在一起的整体结构，大

大改善了防腐砂浆的整体性能；

[0018] 2、基础主体选用的P.O52.5普通硅酸盐水泥和匀性好、快硬、强度高、抗冻、耐磨、

抗渗透性强，与耐腐蚀性强的陶粒组成的防腐保护层能够很好地适应盐碱地的环境；

[0019] 3、由于硅粉颗粒远小于水泥颗粒，可以填补水泥颗粒之间的孔隙，使基础主体混

凝土更加密实，大大提高了基础主体的强度和抗渗性；同时，掺加硅粉能够减少Ca(OH)2的

含量，有效地提高了基础主体抗盐类腐蚀能力；

[0020] 4、聚丙烯粉末能够增强水泥的粘结性能，并且在水泥水化作用下纳米级聚丙烯粉

末软化联结水泥颗粒，增强了基础主体的密实性；聚丙烯纤维抗拉强度高、极限延伸率大、

抗碱性好，并且可控制基础主体混凝土裂纹的进一步发展，从而提高抗裂性；

[0021] 6、本发明避免使用防腐涂料，有利于环境保护；防腐垫层掺和的高强度高韧性贝

壳碎取之于海边废弃的贝类，取材方便又环保亦可改善垫层的防腐性能；

附图说明

[0022] 图1为本发明实施例的盐碱地釉质化整体防腐基础在地基中的施工示意图；

[0023] 图2为本发明实施例的基础垫层的示意图；

[0024] 其中1盐碱地土壤；2改性自密实混凝土；3地坪；4基础垫层；5高强度高韧性的碳化

硼-碳化硅(B4C-SiC)功能性复合陶粒；6硅粉；7基础板钢筋；8柱插筋；9底部混凝土垫块；10

防腐基础主体；11素混凝土；12高强度高韧性贝壳碎。

[0025] 具体实施方法

[0026] 为了便于本领域普通技术人员理解和实施本发明，下面结合附图及实施例对本发

明作进一步的详细描述，应当理解，此处所描述的实施示例仅用于说明和解释本发明，并不

用于限定本发明。

[0027] 请见图1和图2，本发明提供的一种盐碱地釉质化整体防腐基础，包括釉质化防腐

垫层4和釉质化基础主体10；釉质化防腐垫层4采用掺和高强度高韧性贝壳碎12的C20素混

凝土11铺设而成，其上设置有釉质化基础主体10，釉质化防腐垫层4和釉质化基础主体10之
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间还设置有若干底部混凝土垫块9；釉质化基础主体10由掺加高强度、高韧性的碳化硼-碳

化硅(B4C-SiC)功能性复合陶瓷颗粒的改性自密实混凝土2和钢筋组成。

[0028] 本实施例的釉质化防腐垫层4每立方米混凝土包含P .O42 .5普通硅酸盐水泥

403kg、高强度高韧性贝壳碎480kg、砂子836kg、石子1140kg、水208kg。

[0029] 本实施例的高强度高韧性贝壳碎，贝壳表面釉质层完好程度大于80％，且贝壳厚

度大于1.5mm，抗压强度高于60Mpa，且粒径为10～20mm。

[0030] 本实施例的改性自密实混凝土2每立方米混凝土包括P.O52 .5普通硅酸盐水泥

400kg、硅粉25kg、砂子410kg、石子720kg、陶粒820kg、聚丙烯粉末35kg、聚丙烯纤维1.5kg、

碳化硼粉末15kg、水175kg、减水剂6.3kg、增稠剂0.063kg。

[0031] 本实施例的砂子中粗砂粒径不大于2.5mm，细砂粒径不大于0.7mm，细度模数2.3～

2.9；石子粒径为10～20mm。

[0032] 本实施例的硅粉6为SiO2粉末，粒径为0.1～0.3μm。

[0033] 本实施例的陶粒5由高强度高韧性碳化硼-碳化硅(B4C-SiC)复合陶瓷加工而成，

其中直径为0.25mm～2.0mm的连续级配的陶粒质量为400kg，其陶粒外观为正二十面体，表

面粗糙；直径为10～20mm的连续级配的陶粒质量为420kg；陶粒外观分别为正八面体或正十

二面体，且其表面粗糙。

[0034] 本实施例的聚丙烯粉末粒径为50～80nm；碳化硼粉末的粒径为50～60nm；聚丙烯

纤维细度为10～18dtex，纤维长度为3～60mm。

[0035] 本实施例提供的一种盐碱地釉质化整体防腐基础制备方法，包括以下步骤：

[0036] 步骤1：在盐碱地土壤1上进行基坑开挖，放坡支护时若坡度过陡，要用隔板进行支

撑或挂网后坑壁喷砼的方式进行基坑支护。

[0037] 步骤2：清理坑内杂土后进行抄平，随后开始进行釉质化防腐垫层4施工，釉质化防

腐垫层4可以防止基础底部的盐碱地土壤对混凝土基础的腐蚀。

[0038] 步骤3：在釉质化防腐垫层4上进行支模，待弹线定位后绑扎基础板内钢筋7和柱插

筋8，绑扎基础板内钢筋7前在垫层上放置混凝土垫块9以保证混凝土基础底部的保护层厚

度，防止底部露筋，绑扎顺序为先绑扎板内受力筋，后绑扎负筋。从下至上绑扎柱箍筋，上下

箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋8不变形走样。

[0039] 步骤4：浇筑釉质化基础主体10；

[0040] 步骤5：对釉质化基础主体10进行养护，保证釉质化基础主体10表面干净湿润，但

不得有积水，待釉质化基础主体10养护完成后进行拆模，随后进行基坑回填，回填至地坪3。

[0041] 本发明也可用于其他相关腐蚀环境的结构构件。

[0042] 尽管本说明书较多地使用了盐碱地土壤1、改性自密实混凝土2、地坪3、基础垫层

4、高强度高韧性的碳化硼-碳化硅(B4C-SiC)功能性复合陶粒5、硅粉6、基础板钢筋7、柱插

筋8、底部混凝土垫块9、防腐基础主体10、素混凝土11、高强度高韧性贝壳碎12等术语，但并

不排除使用其他术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便的描述本发明的本质，把

它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

[0043] 应当理解的是，本说明书未详细阐述的部分均属于现有技术。

[0044] 应当理解的是，上述针对较佳实施例的描述较为详细，并不能因此而认为是对本

发明专利保护范围的限制，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，在不脱离本发明权
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利要求所保护的范围情况下，还可以做出替换或变形，均落入本发明的保护范围之内，本发

明的请求保护范围应以所附权利要求为准。
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图1

图2
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